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ホウ素、窒素をコドーピングした 6H-SiC は蛍

光 SiC と呼ばれ[1]、DAP 発光によって約 570nm を

ピークとするブロードな蛍光スペクトルが得られ

る。この蛍光 SiC とポーラス構造を持ったポーラ

ス蛍光 SiC を組み合わせることによって演色性の

高い白色 LED の作製が可能となる[2]。本研究では

6H-SiC が供給不足のため入手が困難であるといっ

た理由から材料を 4H-SiC へと変更し、B,N の高濃

度コドーピング達成に向けた成長条件の検討を行

った。なお、4H-SiC はバンドギャップの違いから

約 540nm をピークとする蛍光スペクトルが得られ

ることが、理論的にも実験的にも知られているが
[3]、PL ピーク波長の不純物依存性はまだ確認され

ていない。 

 蛍光 SiC が高い変換効率を得るためには 120μ

m 程度の膜厚が必要となるため、高速成長が可能

な近接昇華法を用いて結晶成長及びドーピングを

行った。 

 6H-SiC においてはホウ素濃度の増加に伴う PL

ピーク波長の長波長側へのシフトが確認されてい

る[4]。4H-SiC においては、ホウ素濃度 1.5×1018 

cm-3、窒素濃度 2.6×1018 cm-3の 1900℃、9000Pa

で作製したサンプル 1 とホウ素濃度 5.3×1018 cm-

3、窒素濃度 8.4×1018 cm-3の 1900℃、600Pa で作

製したサンプル 2 の PL ピーク波長を比較する

と、ホウ素濃度の高いサンプル 2 において PL ピ

ーク波長が長波長側にシフトしており、不純物濃

度の絶対値は異なるが 6H-SiC と同様な傾向を持

つピークシフトが確認された（Figure 1）。また、

表面状態改善のため成長温度を 1850℃、ドーピン

グ濃度増加のため成長圧力を 300Pa へと変更し作

製したサンプル 3 の PL ピーク波長をサンプル 1・

2 と比較すると、サンプル 3 の PL ピーク波長はサ

ンプル 1・2 よりも長波長側にシフトしており、

高いホウ素濃度が期待される。今後、SIMS 測定

によって不純物濃度を明らかにし、4H-SiC の PL

ピーク波長の不純物濃度の依存性を調査する。 

 

Figure 1 Shift of PL peak wavelengths in 4H-SiC
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